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1．はじめに 

 これまで、我々は ECR スパッタ法を用いて、

HfN ゲート積層構造を、Ar/N2プラズマを用いて

in-situで形成することにより、MISFETの電気特

性が向上することを報告してきた[1, 2]。今回、堆

積したHfNをN2プラズマにより窒化することで、

堆積時のダメージを低減し、高誘電率HfN薄膜の

電気特性向上に関する検討を行ったので報告する。 

2．実験方法 

 まず、p-Si(100)基板を SPM洗浄、DHF処理を

行った後、ECRスパッタ法によりHfN1.1(3 nm)を

堆積し、in-situ にて N2 プラズマ(μ波:500 W, 

0.026 Pa)を用い、N2プラズマ照射時間を 0~5 min

と変化させて、窒化を行った。その後、N2/4.9%H2 

(1 SLM)雰囲気中で 500℃/1 min の PDA を行っ

た後、Al コンタクト電極を形成して、N2/4.9%H2 

(1 SLM)雰囲気中で300℃/30 minのPMAを行い、

MISダイオードを作製した。このように作製した

試料に関して電気特性を評価した。 

3．実験結果および考察 

 図 1 に、作製した MIS ダイオードの C-V 特性

の窒化時間依存性および試料の断面様式図を示す。

図 1より、ECR-N2プラズマを用いた窒化により、

蓄積容量が増加し、5 分間の窒化を行うことで、

EOT は窒化しない場合の 2.17 nm から 1.29 nm

に低減した。図 2に、作製したMISダイオードの

J-V 特性の窒化時間依存性を示す。窒化時間を長

くすることでリーク電流が低減することがわかっ

た。VFB-1 Vでのリーク電流は、窒化しない場合の

0.74 A/cm2 から 5 分間の窒化により 4.3 x 10-3 

A/cm2に低減した。以上から、ECR-N2プラズマ窒

化により、HfN薄膜の電気特性を改善できること

がわかった。 
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図 1 C-V特性の窒化時間依存性 
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図 2 J-V特性の窒化時間依存性 
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